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   Ｇ０９Ｇ   3/20     (2006.01)
   Ｇ０９Ｇ   3/3208   (2016.01)
   Ｇ０９Ｇ   3/36     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  51/50     (2006.01)
   Ｈ０５Ｂ  33/14     (2006.01)
   Ｈ０５Ｂ  33/08     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  29/786    (2006.01)
【ＦＩ】
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   Ｇ０９Ｇ    3/20     ６１２Ｂ
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   Ｇ０９Ｇ    3/20     ６２３Ｆ
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   Ｈ０５Ｂ   33/14     　　　Ａ
   Ｈ０５Ｂ   33/14     　　　Ｚ
   Ｈ０５Ｂ   33/08     　　　　
   Ｈ０１Ｌ   29/78     ６１８Ｂ
   Ｈ０１Ｌ   29/78     ６１３Ｚ

【手続補正書】
【提出日】令和1年6月12日(2019.6.12)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の回路と、第２の回路と、を有する半導体装置であって、
　前記第１の回路は、ｔ個の電流源Ｉ１乃至電流源Ｉｔ（ｔは２以上の自然数）と、ｔ個
のスイッチＳ１乃至スイッチＳｔと、を有し、
　ｊ番目の電流源Ｉｊ（ｊは１以上ｔ以下の自然数）は、ｊ番目のスイッチＳｊの一方の
端子と電気的に接続され、
　スイッチＳ１乃至スイッチＳｔの他方の端子は、第１のノードと電気的に接続され、
　前記第２の回路は、第３の回路と、第４の回路と、を有し、
　前記第３の回路は、第１のスイッチ乃至第３のスイッチと、第１の容量素子と、を有し
、
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　前記第１のスイッチの一方の端子は、前記第１のノードと電気的に接続され、
　前記第１のスイッチの他方の端子は、第２のノードと電気的に接続され、
　前記第２のスイッチの一方の端子は、前記第２のノードと電気的に接続され、
　前記第２のスイッチの他方の端子は、第３のノードと電気的に接続され、
　前記第３のスイッチの一方の端子は、前記第２のノードと電気的に接続され、
　前記第３のスイッチの他方の端子は、第６のノードと電気的に接続され、
　前記第１の容量素子の一方の端子は、前記第２のノードと電気的に接続され、
　前記第１の容量素子の他方の端子は、前記第３のノードと電気的に接続され、
　前記第４の回路は、第４のスイッチ乃至第６のスイッチと、第２の容量素子と、を有し
、
　前記第４のスイッチの一方の端子は、前記第１のノードと電気的に接続され、
　前記第４のスイッチの他方の端子は、第４のノードと電気的に接続され、
　前記第５のスイッチの一方の端子は、前記第４のノードと電気的に接続され、
　前記第５のスイッチの他方の端子は、第５のノードと電気的に接続され、
　前記第６のスイッチの一方の端子は、前記第４のノードと電気的に接続され、
　前記第６のスイッチの他方の端子は、前記第６のノードと電気的に接続され、
　前記第２の容量素子の一方の端子は、前記第４のノードと電気的に接続され、
　前記第２の容量素子の他方の端子は、前記第５のノードと電気的に接続される半導体装
置。
【請求項２】
　請求項１において、
　前記スイッチＳ１乃至スイッチＳｔは、トランジスタである半導体装置。
【請求項３】
　請求項２において、
　前記トランジスタは、酸化物半導体を含む半導体装置。
【請求項４】
　請求項１乃至請求項３のいずれか一項において、
　前記第１のスイッチ乃至前記第６のスイッチのうち、少なくとも一つはトランジスタで
ある半導体装置。
【請求項５】
　請求項４において、
　前記トランジスタのうち、少なくとも一つは酸化物半導体を含むトランジスタである半
導体装置。
【請求項６】
　請求項１乃至請求項５のいずれか一項において、
　前記第６のノードは、第５の回路と電気的に接続される半導体装置。
【請求項７】
　請求項６において、
　前記第５の回路は、バッファとして機能できる半導体装置。
【請求項８】
　請求項６または請求項７のいずれか一項において、
　前記第５の回路は、差動増幅回路として機能できる半導体装置。
【請求項９】
　請求項１乃至請求項８のいずれか一項に記載の半導体装置と、アンテナ、バッテリ、筐
体、スピーカ、マイク、または操作スイッチと、を有する電子機器。
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